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論　　文　　の　　要　　旨

　著者はラ4GeV／cのπ寺曹π’ラ陽子（p）を6種類の原子核標的6Li，C，A1，Cu，Sn，Pbに入射させヲ

後方角度領域（実験室系θ＝66㌧1好）に包含的に生成されるπ十，π■。pの生成断面積を系統的に測

定した。さらにその反応メカニズムをクォークパートン模形（QPM）に基づいて論じている。

　この実験は雪静止した自由で単独な核子との反応で予想されるより遥かに大きなエネルギーを

持った粒子の生成を観測する。したがってラ核物質中の多体効果を選択的に取り出すことが期待さ

れる。

　実験は、高エネルギー物理学研究所の12GeV陽子シンクロトロンによる2次ビームを利用して行

われた。著者が製作したSiマイクロストリップ検出器が雪ビーム軌跡検出に活用された。

　測定された不変断面積はラ生成粒子の運動エネルギーTに関する指数関数α。exp（一丁／T。）でほ

ぼ再現されることが示された。

　陽子生成の場合ヨ不変断面積は絶対値ラ運動エネルギー依存性共ヨどの散乱角ヨどの原子核に対

しても入射粒子の種類に依存しなかった。一方，π粒子生成の場合はヨ入射粒子の種類によって変化

がみられた：入射粒子がπ粒子の場合ラ入射π，生成π粒子の電荷の組み合せによって断面積の絶対

値が異なりその比はラσ（π十A→π十X）／σ（π一A→π■X）二1．O±0，1ヨσ（π寺A→ブX）／σ（ガA→π十

X）＝1．0±0．1ヲσ（π一A→π’X）／σ（π十A→π■X）＝1．6±O．1である。陽子入射の場合はπ十生成の断

面積はπ’のそれと同様であるがヲπ入射の場合に比べて高い運動エネルギー領域においてより急激

に小さくなる。
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　不変断面積の標的核質量数（A）依存性はヨp生成の場合はAユに比例し、π生成の場合はA2’3に比

例することがわかった。なお軽い核に対しては，これらの依存性から考えられるより小さな値が得ら

れた。これは核表面のぼやけの効果が軽い核の場合ほど影響しているためと考えられた。

著者は，これ等の4GeV／cのデータを400GeV陽子入射データと比較した。陽子入射に対する著者の

生成断面積の絶対値及び運動エネルギースペクトルの結果はヨ400GeVの結果と害全ての対応する核

種について，後方角ではほとんど等しいことが判明した。

　著者はラ以上の実験結果を解釈するためにヨクォークパートン模型に基づく計算を行いヨデータ

と比較検討した。後方角度領域においてはラ不変断面積の絶対値のみならずその運動エネルギー依

存性も，自由パラメータ無しに良く再現された。一方前方になるにつれて再現性は悪くなることも

判明した。これはQPMで考えられた過程以外のそれが寄与し始めるものと解釈された。

審　　査　　の　　要　　旨

　高エネルギーハドロン原子核反応における後方ハドロン生成の研究はラ核物質の多体効果を

クォークのレベルに堀り下げて究明することを可能にする。しかしながらその系統的研究はラ400

GeV陽子入射の場合（米国）に限られていた。著者は初めて，4GeV／cにおいてπ・、π一吾p入射に

対するπ十事π■雪p生成の測定を，軽核から重い核までの標的に対して系統的に行った。まず後方ハド

ロン生成における入射エネルギー独立性雪入射粒子独立性が陽子に対して4～400GeV／cの広範囲

で成立することを導いた。そのほかヨ著者が見い出した生成断面積に関する数々の規則性は全く新

しい結果である。さらに著者はヨ単純でありかつ洗練された計算手法であるクォークパートン模型

と実測値の比較を行い事この模型の有効性とその限界を指摘している。これ等の結果は、原子核物

理学の進展に十分寄与するものと評価できる。

　よって事著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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